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0 Halbleiter-Drucksensor mit einem Geh&use und Verfahren zu dessen Herstellung. 

© Die Erfindung betrifft einen Drucksensor mit ein- 
em Drucksensorchip (1) aus Halbieitermaterial, der 

einen piezoresistiven Membranteil (4) aufweist und in 

einem GehSuse (3) angeordnet ist. das eine Offnung 

(6) zur Ubertragung des Umgebungsdruckes auf das 

Membranteil (4) des Drucksensorchips (1) aufweist 

Dieser Drucksensor soli mit einem rationed und ko- 

stengunstig hersteli-und bestGckbaren GehSuse ver- 

sehen sein, das zudem einen Schutz fQr den Druck- 
sensor wMhrend des Testens, BestGkkens und im 

Bnsatz in der Schaltung bietet Die Erfindung sieht 

hierzu vor t daj3 der Drucksensorchip (1) auf einem 

Leiterband (2) befestigt ist, dafl das Leiterband (2) 

Bestandteii des Gehauses (3) ist. dafl das GehMuse 

(3) aus einem festen Kunststoff besteht. und datf der 

Drucksensorchip (1) im Inneren des Gehauses (3) 

zumindest im Bereich des Membranteils (4) mit ein- 

er Abdeckung (5) aus einem weichpiastischen. zur 

Druckubertragung geeigneten Stoff versehen ist. 
_ Der erfindungsgemSfle Drucksensor findet ais 
^ Absolut-Drucksensor Anwendung. 
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Haibleitar-Orucksensor mit einem Gehause und Varfahran zu dessan Hersteilung 



Oie Erfindung betnfft einen Orucksensor gemad 
dam Obarbagriff des Anspruchs 1 . 

Auf dam Gatiiec dar Druckmesser kommen 
Haibteiter-Orucksensoren immar mehr zur Anwen* 
dung. 8 at diesen bekannten Orucksensoren, bat* 
spieisweise ReJativdrucksensoren , biidet eine Sili- 
dummembran das KemstUck daa Saueiementes, in 
dar durch ionenimplantaticn Wtderstandsbahnen 
erzeogt ssnd. Wird auf die Membrah am Oruck 
ausgeubt so biegt sicti diese durch. Oas fQhrt zu 
WiderstandsSndenjngen nach dam piezorasistiven 
Effekt Dieser Effekt wird ausgenutzt urn dia 
physikaiische Gr<5de Oruck in em anaioges eiektri- 
sches Signal umzuwandein (Siemens Componants 
23 (1985) Haft 2. S. 64 bis 67). Dia Orucksansor* 
chips sind dabai in GehSuse eingebaut die vor- 
zugsweise aus Macaii bestehen und im OeckeJ eine 
Sffhung zur Qbartragung das Umgabungsdruckas 
auf dia druckempfindtiche Chipoberfiache besitzen. 
Oerartige Gehduse sxnd reiativ kostsptaitg und un- 
handltch. Man ist deshaib bestrebt. Kunststoff- 
Steckgehsiuse und Kunststoff-Miniaturgehause fGr 
Oberflilchenmontage bai Orucksansoran zu ver- 
wand an. 

Oar Erfindung iiagt die Aufigabe zugrunde, ain* 
an Orucksansor mit einem rationed und kostengun- 
stig herstell-und bestGckdaren Gehiuse auazuru- 
stan. das zudem einen Schutz fQr dan Orucksansor 
wdhrend das Testens* BestGckens und im Snsatz 
in dar Schaitung biatet 

Oiasa Aufgaba wird erfindungsgem3d mit ein- 
em Orucksansor mit dan Merkmaien das Ans- 
pruchs 1 gakSsr. 

Vortailhafta Ausgastaltungan und Weiterbiidun* 
gan dar Erfindung sind Gegenstands zussttziicher 
AnsprOche. 

Ena darartiga Orucksensor-Verpackung ist ins* 
basondara fQr Absolut-Orucksensoren anwandbar. 
da htar nur dar Umgabungsdruck das Gehauses 
gegenQber dam Vakuurn im tnnaran das 
Orucksensor-Chips gemessen wird. 

Mit dar Erfindung wird erretcht. dad ein 
Orucksansor-Chip vorteiihaft in etn Standard* 
Kunststoff-SteckgheMuse odar Standard-Kunststoff* 
Miniaturgeh3use varpackt warden kann und dad 
dar Umgabungsdruck auf die druckempfindliche 
Chip-OberflSche durch dia weiche Piastikabdec- 
kung etnwirken kann, die durch die Gffnung im 
hartan Kunststoffgehause dam Umgabungsdruck 
ausgesetzt ist. 

Ota GehauseausfUhrung enthait vorteiihaft ein 
Standard-Leiterdand als Systemtrager fQr ernes dar 
bevorzugt verwendbaren Standardgehause. Oar 
Orucksansor-Chip wird auf das Leiterband im Ubli- 
chan Varfahran durch Loten aufgebracht Nach der 



Kontaktierung das Chips wird er durch eina weiche 
Plastikabdeckung. vorzugsweise durch ain Silicon- 
Gei. Mhniich wia bai einam in der HaJbleitertechnik 
bakanntan sogenannten Trc5pf el varfahran abge- 
5 deckt 8 aim anschliedenden Umprassan mit Ouro- 
plast - odar nach dam Umprassan - wtrd dafur 
gasorgt. dad dar Umgabungsdruck auf dia weiche 
Pfastikabdackung wirken kann. Oias kann dadurch 
erfbtgen, dad dia weiche Plastikabdeckung bereits 
to beim Ouropiast-Umpressen bis zur Oberseite das 
Werkzaugs reicht Oder dadurch. dad eina Offnung 
beim Umprassan - z.3. durch emen kfeine Stift im 
Werkzeug Oder nachhar durch Heraus2tzen mit 
Masks oder Strahl • hergesteilt wtrd. 
rs Dieses Prinzip ist durch geeignete Wahl der 

MatanaJien fQr harta Umhuilung und weiche Ab- 
dackung weitgeftend abwandeibar. So kann z.S. 
auch bai passender Wahl der Matehaiian fQr die 
weiche Pfastikabdackung diase Abdeckung in etn- 

20 em Atz-oder Ldsverfahren zumindest zum Tail ent- 
femt warden. 

Oer basondere Vorteii dar Anordnung bastaht 
darin. dad nur mit dem zusStziichen Schritt des 
Aufbringens ainer wetchen Pfastikabdackung geei* 

25 gneter Baschaffenhait und geeigneter Abmessun- 
gan. sonst aber Standardtachntk. ein Absctut- 
Orucksensor gefertigt warden kann. 

Anhand eines in der Pigur der Zaichnung rein - 
schematisch dargesteiiten, bevorzugten AusfQh- 

30 rungsbeispiais wtrd die Erfindung n3her eriMutert 

In dar Rgur ist ais Orucksansor ein Absolut* 
Orucksansor im Schnttt dargasteiit Oer Orucksen* 
sorchip t besteht aus Hafbteitermatertal. vorzuzgs- 
weise aus Silicium. und waist ainan piazoresisttven 

& Mambrantaii 4 auf. Oie WiderstandsbKlcken im 
Membrantail 4, die zu dan piezoresistiven Sgan- 
schaften des Halbleiterbauteiis fdhren. warden vor* 
zugsweise durch lonenimplantation erzaugt Oer 
Orucksensorchtp i ist direkt auf dem Latterband 2 

*a befestgt das Sestandtaii des Gehauses 3. ist Oie 
Sefestigung des Orucksensorchips t. die vorzugs- 
weise durch Loten vorgenommen warden kann. 
erfotgt in diesem AusfQhrungsbeispiai durch die 
Sefestigungsschicht 6. Oas Gahause 3 bastaht aus 

45 Ouroptast und waist etna Ofmung 6 zur Ubertra* 
gung das Umgabungsdruckes auf das Membranteii 
4 des Omcksensorchips ) auf. Oie Richtung des 
durch die dffnung 6 auf das Membranteii 4 einwir- 
kenden Umgebungsdruckes ist durch Pfeile 10 an* 

so gedeutet. Oas Membranteii 4 des Orucksensor- 
chips mttteis Orahten 7. betspieisweise 
Atuminium-aonddr^hten, mit dam Leiterband 2 ko- 
ntaktiert. In diesem Ausfiihrungsbeispiet ist' der 
gesamte fnnenraum des Gehauses 3 mit der Ab- 
deckung 5 aus weicHplastischem Stoff. vorzugs- 
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weise aus Silicon-Gel, ausgefullt und somit der 
Drucksen9orchip 1 mit Membranteil 4 vollkommen 
abgedeckt. Der dargestellte Drucksensor wird als 
Absolut-Drucksensor angewendet. Zu diesem 
Zweck ist der Hohiraum 9 zwischen dem Drucksen- 
sorchip 1 und dessen Membranteil 4 evakuiert. 



AnsprUche 



10 



1. Drucksensor mit einem Drucksensorchip aus 
Halbleitermaterial, der einen piezoresistiven Mem- 
branteil aufweist und in einem Gehause angeordnet 
ist. das eine Offnung zur Ubertragung des Umge- 
bungsdruckes auf das Membranteil des Drucksen- is 
sorchips aufweist, 

dadurch gekennzoichnet, dafl der Drucksensor- 
chip (1) auf einem Leiterband (2) befestigt ist, dafl 
das Leiterband (2) Bestandteil des Gehauses (3) 
ist, dafl das Gehause (3) aus einem festen Kunst- 20 
stoff besteht und dafl der Drucksensorchip (1) im 
Inneren des Gehauses (3) zumindest im Bereich 
des Membranteiis (4) mit einer Abdeckung (5) aus 
einem weichplastischen, zur DruckUbertragung 
geeigneten Stoff versehen ist 25 

2. Drucksensor nach Anspruch 1 , dadurch ge- 
kennzeichnet, dafl der Drucksensorchip (1) aus 
Silicium besteht dessen Membranteil (4) durch 
lonenimplantation verliehene piezoresistive Eigen- 
schaften besitzt 30 

3. Drucksensor nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzelchnet, dafl der weichplasti- 
sche Stoff ein Silicon-Gel ist 

4. Drucksensor nach einem der AnsprGche 1 

bis 3, dadurch gekennzelchnet, dafl der feste 35 
Kunststoff ein Duroplast ist 

5. Orucksensor nach einem der AnsprUche 1 
bis 4, dadurch gekennzelchnet, dafl der Druck- 
sensorchip (1) im Inneren im Bereich des Membra- 
nteiis (4) einen evakuierten Hohiraum aufweist und 40 
als Absolut-Drucksensor verwendet wird. 

6. Verfahren zum Herstellen eines Drucksen- 
sors nach einem der AnsprUche 1 bis 5, dadurch 
gekennzelchnet dafl der Drucksensorchip (1) auf 

das Leiterband (2) durch Loten aufgebracht wird, 45 
dafl der Drucksensorchip (1) nach dem Kontaktie- 
ren mit dem Leiterband (2) mit einer Abdeckung 
(5) aus Weichplastik vorzugsweise aus Si!icon-Gel 
versehen wird, und dafl zum Bilden des Gehauses 
(3) die Anordnung anschlieflend mit Duroplast um- so 
preflt wird, wobei wahrend des Umpressens bzw. 
nach dem Umpressen die Offnung (6) zur Ubertra- 
gung des Umgebungsdruckes auf die Abdeckung 
(5) bzw. auf den Membranteil (4) freigelassen bzw. 
freigelegt wird. 55 
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